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(S<1) Hilc: METHOD FOR TTO PRODUCTION OF A PUJRALrrY OF OPTO-ELECTRONIC SEMICONDUCTOR CHIPS 
AND OPrO-EI-,ECTRONlC SEMICONDUCTlOR CHIP 

(54) Bczeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAfIL VON OPTOELEKTRONISCHEN HALBLETT^^ »^ 
CHIPS UND OiTOELEKTRONISCHER HALBLErrERCHIP 



S ■ 12.8 




5 

r- 
m 

o 
o 

13 



< 
OS 



IT) 



(57) Abstract: The invention relaics to a method for the production of a plurality of op to- electronic .semiconductor chips which 
respectively' comprise a plurality of structural elements with respectively at least one semiconductor layer. According to the inventive 
method, a chip composite base is produced, said base comprising a substrate and an epitaxial surface. A mask mfiterial layer is formed 
on the epitaMal surface, consisting of a plurality of windows whereby the average spread of most windows is less than or equal to 
I fjm. The mask material is selected in such s way that a semiconductor material of the semiconductor layer, which is orown in a 
later step of the inventive method, cannot grow on said maicnal or ^rows in a sub.stantially worse manner in comparison with the 
epitaxial surface. Subsequently, semiconductor layers ore deposited on the epitaxial surface in an essentially simultaneous manner 
on areas located inside the windows. In another slop of the inventive method, the chip composite base with deposited material is 
separated lo form semiconductor chips. The invention also rclateif to an optoelecttonic semiconductor clement produced according 
to said method. 



fs| (SI) ZusammC^nfassung: Die Erfindung betriffl ein Verfahren z^r HersteJIung cincr Vjelzahl von optoelektronischen Halbleiter- 
^ chips, die jeweils eine Vicliflhl von Strukuirelemenien mil jcweils mindeslens ciner Halbleiierschichl aufweisen. Bei dem Vcrfahren 
W wird eine Chipvcrbund-Basis bcrcitgestellt, 
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dje ein Substrat sowic cine AufwAchsobernJiche aufweist. Auf der AufwachsoberfJachc wird ejne MaskenmateriaJschichl 
ausgebildei, <jic VieJzahl von Fensicrn aufweist, von denen die meisten eine milUcre Ausdehnung von kleiner a)s oder glcich 1 
aufweisen. Dabei wird cin Maskenmaierial der&n gewahh, dass sich ein in einem spaieren Vcrfahrensschntt aufzowachsendcii 
HaJbleitermaierial der MaJbleiterschichi auf dicsem im Wesentlichen nichi oder im Vergleich iOr Auf^chsoberfl^he 
wesentJich schJechter aufwachscn lasst. NachfoJgend werden Halblcjicrschichlen im WesentJichcn gleichzeitig auf innerhalb 
der Fen:>tcr Jiegtnde Bereiche der Aufwachsobcrflachc abgcschieden. Ein wciierer Verfahrensscliritt ist das Vercinzcln der 
Chipverbund-Basis mit aufgebrachtcm Maieiial zu Halbieiierchips. Die Erfindung betriffi zudem ein Dach dem Verfohrcn 
hergeslelltes opioelcklronisches HalbleiterbaueJemeni. 



